' I.Ilhlnﬁmu bei Umgebungs-
l:.ﬂlhlﬂl m“-ﬂ'c bis +125°C

Stondard: TGL 200-8290
Abmessungen: Bouform B 3/250, TGL 11 811

Masse = 1 g
Zullssige Hachstwerte fir do = 45°C

-Uceo = 10V = =21

Usto = 10V i T o mw
dc = ImA 5 . 1s0eC
-lc = 200 mA g, = 1250C
-le = B0 mA

Kennwerte fiir #a == 25°C -5 grd

grd
mW

Wérmewiderstand Ru < .0,42

Min. Typ | Monx. MeBbedingungen
Reststrome
-Iceo | 01 pyA | Uce= 6V
-lceo ‘ 05 A Ucg = 10V
Gleichstromverstdrkung
B 22 kL Ucg = 6 V,-lc = 1 mA
B 6 13 «Ucg = 1V, -Ilc = 50 mA
Basis-Emitter-Spannung
Use |520mV 550mV 06V Uce = 6V, -lc = 1 mA
-Use B0 mV &2 mV 10V Ucg = 1V, -Ic = 50 mA
Restspannung
«UCErest | ' 10V Ig = 50 mA
Séttigungsspannung
-Ucksat | 04 V -lc = 50 mA, -Is = 25 mA
Grenzfrequent
fn21n 3 MHz 6 MHz Uce = 6 V, -Ic = 1 mA
Vierpolparameter
hite 08 K2 18Kk | <Uck = 6V, Ic=1mA, f=1kHz
hige 2-104 |3.104 | 6. 104
hﬂl 29 | | 55
ho2e 0uS |72u8 | 15048




SC 104°

| Min. | T Mox. | MeBbedingungen
Basisbahnwiderstand
e (00 |60 (1000 | Uce=6V,ic=1mA,f=5MHz
Bestellbeispiel fir einen Tronsistor Transistor SC 104 — TGL 100-8290
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